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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに反対側を向く下面および上面と、これら下面と上面とを連結する側面とを有する
下地層と、
　前記下地層の上面の上に配置された導体層と、
　前記導体層に接続された端子電極とを備えた薄膜デバイスであって、
　前記導体層は、前記下地層の側面から側方に突出する突出部を有し、
　前記端子電極は、前記突出部の少なくとも一部を収容して、これに接触する凹部を有し
、且つ前記下地層の側面に接触していることを特徴とする薄膜デバイス。
【請求項２】
　前記下地層は、絶縁材料によって構成されていることを特徴とする請求項１記載の薄膜
デバイス。
【請求項３】
　更に、互いに反対側を向く下面および上面と、これら下面と上面とを連結する側面とを
有する被覆層を備え、
　前記導体層のうちの前記突出部以外の部分における少なくとも一部は、前記下地層の上
面と前記被覆層の下面との間に配置され、
　前記突出部は、前記下地層の側面および前記被覆層の側面から側方に突出し、
　前記端子電極は、更に、前記被覆層の側面に接触していることを特徴とする請求項１ま
たは２記載の薄膜デバイス。



(2) JP 4172654 B2 2008.10.29

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記被覆層は、絶縁材料によって構成されていることを特徴とする請求項３記載の薄膜
デバイス。
【請求項５】
　前記突出部を前記下地層の上面に直交する仮想の平面で切断したときの前記突出部の断
面の輪郭の少なくとも一部は、凸状の曲線であることを特徴とする請求項１ないし４のい
ずれかに記載の薄膜デバイス。
【請求項６】
　前記突出部における最大の厚みは、前記導体層における前記突出部以外の部分の厚みよ
りも大きいことを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の薄膜デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導体層と、この導体層に接続された端子電極とを備えた薄膜デバイスに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機等の高周波電子機器の小型化・薄型化の要求に伴い、高周波電子機器
に搭載される電子部品の小型化、低背化が求められている。電子部品には、基板の上に、
薄膜形成技術を用いて絶縁層や導体層等を形成して構成されたものがある。このように薄
膜形成技術を用いて形成された電子部品を、本出願では薄膜デバイスと呼ぶ。
【０００３】
　薄膜デバイスでは、導体層を外部回路に接続するための端子電極が設けられる。ここで
、薄膜デバイスのうち、端子電極以外の部分をデバイス本体と呼ぶ。端子電極に接続され
る導体層は、例えば、配線部分を含み、この配線部分の端面がデバイス本体の側面におい
て露出するように形成される。この場合、端子電極は、配線部分の端面に接続されるよう
に、例えば、デバイス本体の側面に配置される。
【０００４】
　以下、デバイス本体の側面に端子電極が配置された薄膜デバイスの製造方法の一例につ
いて説明する。この製造方法では、まず、１枚のウェハ（基板）上に複数個の薄膜デバイ
スに対応する導体層等を形成することによって、薄膜デバイス用基礎構造物を作製する。
この基礎構造物は、それぞれデバイス本体となる複数のデバイス本体予定部を含んでいる
。また、基礎構造物には、隣接するデバイス本体予定部の間に除去予定部が設けられる。
次に、除去予定部の位置において基礎構造物を切断することによって、複数のデバイス本
体予定部を分離して、複数のデバイス本体を作製する。このように基礎構造物を切断する
ことによって、デバイス本体の側面が形成されると共に、この側面において、端子電極に
接続される配線部分の端面が露出する。次に、デバイス本体の側面に端子電極を形成する
。
【０００５】
　ところで、薄膜デバイスの小型化、低背化のためには、導体層等の層を薄くすることが
有効である。しかしながら、上記の製造方法では、導体層を薄くすると、端子電極に接続
される配線部分の端面の面積が減少する。その結果、導体層と端子電極とが接触する領域
の面積が減少し、導体層と端子電極との接続信頼性を確保することが難しくなるという問
題が発生する。
【０００６】
　上記の問題を回避するために、配線部分の幅を大きくすることによって、配線部分の端
面の面積を大きくすることが考えられる。しかし、この場合には、薄膜デバイスにおいて
、配線部分の密度が低下して薄膜デバイスの小型化が難しくなったり、配線部分のインピ
ーダンスが所望の値からずれて薄膜デバイスの特性が劣化したりするという問題が発生す
る。
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【０００７】
　特許文献１には、基板上に内部導体膜が配置され、内部導体膜の端面に外部端子電極が
接続されたチップ型電子部品において、内部導体膜の端面を基板の切断面に対して傾斜さ
せる技術が記載されている。
【０００８】
　また、特許文献２には、基板上に電極が配置され、電極の端面に外部端子が接続された
電子部品において、基板上の電極の端面を、基板の切断端面に対して傾斜させる技術が記
載されている。
【０００９】
【特許文献１】特開平１０－１６３００２号公報
【特許文献２】特開平１１－３８３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　以下の説明では、特許文献１における外部端子電極と、特許文献２における外部端子を
、いずれも端子電極と呼ぶ。
【００１１】
　前述のように、デバイス本体の側面に端子電極が配置された薄膜デバイスでは、導体層
を薄くすると、端子電極に接続される配線部分の端面の面積が減少し、その結果、導体層
と端子電極とが接触する領域の面積が減少し、導体層と端子電極との接続信頼性を確保す
ることが難しくなるという問題点があった。
【００１２】
　特許文献１または２に記載された技術によれば、導体層と端子電極とが接触する領域の
面積を増加させることができるが、その面積の増加量はわずかである。そのため、特許文
献１または２に記載された技術では、導体層と端子電極との接続信頼性を十分に確保する
ことは難しい。
【００１３】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、導体層と、この導体層に
接続された端子電極とを備えた薄膜デバイスであって、導体層と端子電極との接続信頼性
を高めることができるようにした薄膜デバイスを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の薄膜デバイスは、下地層と導体層と端子電極とを備えている。下地層は、互い
に反対側を向く下面および上面と、これら下面と上面とを連結する側面とを有している。
導体層は、下地層の上面の上に配置されている。端子電極は導体層に接続されている。ま
た、導体層は、下地層の側面から側方に突出する突出部を有している。端子電極は、突出
部の少なくとも一部を収容して、これに接触する凹部を有し、且つ下地層の側面に接触し
ている。
【００１５】
　本発明の薄膜デバイスでは、端子電極の凹部が導体層の突出部に接触することによって
、端子電極が導体層に接続される。
【００１６】
　本発明の薄膜デバイスにおいて、下地層は絶縁材料によって構成されていてもよい。
【００１７】
　また、本発明の薄膜デバイスは、更に、互いに反対側を向く下面および上面と、これら
下面と上面とを連結する側面とを有する被覆層を備え、導体層のうちの突出部以外の部分
における少なくとも一部は、下地層の上面と被覆層の下面との間に配置され、突出部は、
下地層の側面および被覆層の側面から側方に突出していてもよい。そして、端子電極は、
更に、被覆層の側面に接触していてもよい。被覆層は絶縁材料によって構成されていても
よい。
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【００１８】
　また、本発明の薄膜デバイスにおいて、突出部を下地層の上面に直交する仮想の平面で
切断したときの突出部の断面の輪郭の少なくとも一部は、凸状の曲線であってもよい。
【００１９】
　また、本発明の薄膜デバイスにおいて、突出部における最大の厚みは、導体層における
突出部以外の部分の厚みよりも大きくてもよい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の薄膜デバイスでは、端子電極の凹部が導体層の突出部に接触することによって
、端子電極が導体層に接続される。これにより、本発明によれば、導体層と端子電極とが
接触する領域の面積を大きくすることができ、その結果、導体層と端子電極との接続信頼
性を高めることができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
［第１の実施の形態］
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。始めに、図６を参
照して、本発明の第１の実施の形態に係る薄膜デバイスの回路構成について説明する。図
６は、本実施の形態に係る薄膜デバイスの回路構成を示す回路図である。
【００２２】
　図６に示したように、本実施の形態に係る薄膜デバイス１は、信号の入出力が行われる
２つの入出力端子１０１，１０２と、３つのインダクタ１１１，１１２，１１３とを備え
ている。
【００２３】
　薄膜デバイス１は、更に、インダクタ１１１の一端とグランドとの間に設けられたキャ
パシタ１２１と、インダクタ１１２の一端とグランドとの間に設けられたキャパシタ１２
２と、インダクタ１１３の一端とグランドとの間に設けられたキャパシタ１２３と、イン
ダクタ１１１の一端とインダクタ１１２の一端との間に設けられたキャパシタ１２４と、
インダクタ１１２の一端とインダクタ１１３の一端との間に設けられたキャパシタ１２５
と、インダクタ１１１の一端とインダクタ１１３の一端との間に設けられたキャパシタ１
２６とを備えている。
【００２４】
　入出力端子１０１は、インダクタ１１１の一端に接続されている。入出力端子１０２は
、インダクタ１１３の一端に接続されている。インダクタ１１１，１１２，１１３の各他
端はグランドに接続されている。
【００２５】
　次に、本実施の形態に係る薄膜デバイス１の作用について説明する。本実施の形態に係
る薄膜デバイス１は、バンドパスフィルタの機能を有している。薄膜デバイス１の入出力
端子１０１に信号が入力された場合には、この信号のうち、所定の周波数帯域内の周波数
の信号が選択的に入出力端子１０２から出力される。逆に、入出力端子１０２に信号が入
力された場合には、この信号のうち、所定の周波数帯域内の周波数の信号が選択的に入出
力端子１０１から出力される。
【００２６】
　次に、図１ないし図５を参照して、本実施の形態に係る薄膜デバイス１の構造について
説明する。図１は、薄膜デバイス１の平面図である。図２は、薄膜デバイス１に含まれる
上部導体層を示す平面図である。図３は、薄膜デバイス１に含まれる下部導体層を示す平
面図である。図４および図５は、それぞれ薄膜デバイス１の断面図である。図４は、図１
ないし図３においてＡ－Ａ線で示される断面を表している。図５は、図１ないし図３にお
けるＢ－Ｂ線で示される断面を表している。
【００２７】
　図４および図５に示したように、薄膜デバイス１は、基板２と、この基板２の上に配置
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された絶縁層３とを備えている。図３に示したように、薄膜デバイス１は、更に、絶縁層
３の上に配置された下部導体層４１～４３を備えている。
【００２８】
　図４および図５に示したように、薄膜デバイス１は、更に、絶縁層３および下部導体層
４１～４３の大部分を覆うように配置された誘電体膜５と、この誘電体膜５の上に配置さ
れた絶縁層６とを備えている。図２に示したように、薄膜デバイス１は、更に、大部分が
絶縁層６の上に配置された上部導体層７２，７４～７６を備えている。
【００２９】
　図４および図５に示したように、薄膜デバイス１は、更に、絶縁層６および上部導体層
７２，７４～７６の大部分を覆うように配置された保護膜８を備えている。図１に示した
ように、薄膜デバイス１は、更に、４つの端子電極１１～１４を備えている。端子電極１
１は、図６における入出力端子１０１を構成する。端子電極１２は、図６における入出力
端子１０２を構成する。端子電極１３，１４は、グランドに接続されるようになっている
。
【００３０】
　ここで、薄膜デバイス１のうち、端子電極１１～１４以外の部分をデバイス本体１Ｂと
呼ぶ。デバイス本体１Ｂは、ほぼ直方体形状をなし、上面（保護膜８の上面）１ａと、底
面（基板２の下面）１ｂと、これら上面１ａと底面１ｂとを連結する４つの側面１ｃ～１
ｆとを有している。端子電極１１～１４は、それぞれ側面１ｃ～１ｆの一部に接触するよ
うに配置されている。
【００３１】
　基板２は、例えば絶縁材料（誘電体材料）によって構成されている。基板２を構成する
絶縁材料は、無機材料でもよいし有機材料でもよい。基板２を構成する絶縁材料としては
、例えばＡｌ２Ｏ３を用いることができる。また、基板２は、半導体材料によって構成さ
れていてもよい。
【００３２】
　絶縁層３は、絶縁材料によって構成されている。絶縁層３を構成する絶縁材料は、無機
材料でもよいし有機材料でもよい。絶縁層３を構成する無機材料としては、例えばＡｌ２

Ｏ３を用いることができる。絶縁層３を構成する有機材料としては、例えば樹脂を用いる
ことができる。この場合、樹脂は、熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂のいずれでもよい。絶縁
層３の上面の表面粗さは、基板２の上面の表面粗さよりも小さい。従って、絶縁層３は、
下部導体層４１～４３の下地の表面粗さを小さくする機能を有している。絶縁層３には、
基板２の上面の凹凸を吸収して、絶縁層３の上面が平坦になることが求められる。そのた
めには、絶縁層３の厚みは、０．１～１０μｍの範囲内であることが好ましい。基板２が
絶縁材料によって構成され、且つその上面の表面粗さが十分に小さい場合には、絶縁層３
を設けずに、基板２の上に直接、下部導体層４１～４３を配置してもよい。
【００３３】
　下部導体層４１～４３と、上部導体層７２，７４～７６と、端子電極１１～１４は、導
電材料によって構成されている。下部導体層４１～４３の厚みは、５～１０μｍの範囲内
であることが好ましい。上部導体層７２，７４～７６の厚みは、５～１０μｍの範囲内で
あることが好ましい。コーナー部や段差で端子電極１１～１４の断線が生じないように配
慮して、端子電極１１～１４の厚みは、０．５～１０μｍの範囲内であることが好ましい
。
【００３４】
　誘電体膜５は誘電体材料（絶縁材料）によって構成されている。誘電体膜５を構成する
誘電体材料は、無機材料であることが好ましい。誘電体膜５を構成する誘電体材料として
は、例えば、Ａｌ２Ｏ３、Ｓｉ４Ｎ３またはＳｉＯ２を用いることができる。誘電体膜５
の厚みは、０．０２～１μｍの範囲内であることが好ましく、０．０５～０．５μｍの範
囲内であることがより好ましい。
【００３５】
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　絶縁層６と保護膜８は、いずれも絶縁材料によって構成されている。絶縁層６と保護膜
８を構成する各絶縁材料は、無機材料でもよいし有機材料でもよい。絶縁層６と保護膜８
を構成する無機材料としては、例えばＡｌ２Ｏ３を用いることができる。絶縁層６と保護
膜８を構成する有機材料としては、例えば樹脂を用いることができる。この場合、樹脂は
、熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂のいずれでもよい。樹脂としては、例えば、ポリイミド系
樹脂、アクリル系樹脂、エポキシ系樹脂、四ふっ化エチレン樹脂、変性ポリフェニレンエ
ーテル、液晶ポリマ、変性ポリイミドを用いることができる。また、樹脂は、感光性樹脂
であってもよい。絶縁層６の厚みは、上部導体層と下部導体層との絶縁信頼性を良好にす
ると共に、浮遊容量等の不要成分の発生を抑えて高周波特性を良好にするために、０．１
～１０μｍの範囲内であることが好ましい。保護膜８の厚みは、保護膜８によって製品内
部を保護するために、１～５０μｍの範囲内であることが好ましい。
【００３６】
　基板２は、互いに反対側を向く第１の面（上面）２ａおよび第２の面（下面）２ｂと、
第１の面２ａと第２の面２ｂとを連結する４つの側面２ｃ～２ｆとを有している。側面２
ｃ，２ｄは、図４および図５に示されている。しかし、側面２ｅ，２ｆは、図４および図
５には現れない。そこで、便宜上、図１において側面２ｃ～２ｆの位置を示している。
【００３７】
　基板２のうち第１の面２ａと第２の面２ｂとの間の所定の高さから上側の部分では、第
１の面２ａに近づくに従って徐々に、第１の面２ａに平行な断面の大きさが小さくなって
いる。また、基板２の側面２ｃ～２ｆのうち上記の所定の高さの位置から上側の部分は傾
斜面になっている。
【００３８】
　絶縁層３は、互いに反対側を向く下面および上面と、これら下面と上面とを連結する側
面とを有している。絶縁層３は、下部導体層４１，４３から見て、本発明における下地層
に対応する。絶縁層３を設けない場合は、下部導体層４１，４３から見て、基板２が本発
明における下地層に対応する。
【００３９】
　誘電体膜５は、互いに反対側を向く下面および上面と、これら下面と上面とを連結する
側面とを有している。誘電体膜５は、下部導体層４１，４３から見て、本発明における被
覆層に対応する。
【００４０】
　絶縁層６は、互いに反対側を向く下面および上面と、これら下面と上面とを連結する側
面とを有している。絶縁層６は、上部導体層７４，７２から見て、本発明における下地層
に対応する。
【００４１】
　保護膜８は、互いに反対側を向く下面および上面と、これら下面と上面とを連結する側
面とを有している。保護膜８は、上部導体層７４，７２から見て、本発明における被覆層
に対応する。
【００４２】
　ここで、図３を参照して、下部導体層４１～４３について詳しく説明する。下部導体層
４１は、配線部４１ａと、この配線部４１ａに接続されたインダクタ構成部４１ｂおよび
キャパシタ構成部４１ｃとを有している。下部導体層４１は、更に、配線部４１ａに接続
された突出部４１ｐを有している。突出部４１ｐは、デバイス本体１Ｂの側面１ｃに配置
された絶縁層３の側面および誘電体膜５の側面から側方に突出している。下部導体層４２
は、配線部４２ａと、この配線部４２ａに接続されたインダクタ構成部４２ｂおよびキャ
パシタ構成部４２ｃとを有している。下部導体層４３は、配線部４３ａと、この配線部４
３ａに接続されたインダクタ構成部４３ｂおよびキャパシタ構成部４３ｃとを有している
。下部導体層４３は、更に、配線部４３ａに接続された突出部４３ｐを有している。突出
部４３ｐは、デバイス本体１Ｂの側面１ｄに配置された絶縁層３の側面および誘電体膜５
の側面から側方に突出している。
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【００４３】
　図４に示したように、突出部４１ｐ，４３ｐを絶縁層３の上面に直交する仮想の平面で
切断したときの突出部４１ｐ，４３ｐの断面の輪郭の少なくとも一部は、凸状の曲線にな
っている。また、突出部４１ｐ，４３ｐにおける最大の厚みは、下部導体層４１，４３に
おける突出部４１ｐ，４３ｐ以外の部分の厚みよりも大きい。
【００４４】
　次に、図２を参照して、上部導体層７２，７４～７６について詳しく説明する。上部導
体層７２は、配線部７２ａと、この配線部７２ａに接続された３つのインダクタ構成部７
２ｂ，７２ｃ，７２ｄおよび３つのキャパシタ構成部７２ｅ，７２ｆ，７２ｇと有してい
る。上部導体層７２を上方から見たときに、インダクタ構成部７２ｂの一部はインダクタ
構成部４１ｂの一部に重なる位置に配置され、インダクタ構成部７２ｃの一部はインダク
タ構成部４２ｂの一部に重なる位置に配置され、インダクタ構成部７２ｄの一部はインダ
クタ構成部４３ｂの一部に重なる位置に配置されている。また、上部導体層７２を上方か
ら見たときに、キャパシタ構成部７２ｅの一部はキャパシタ構成部４１ｃの一部に重なる
位置に配置され、キャパシタ構成部７２ｆの一部はキャパシタ構成部４２ｃの一部に重な
る位置に配置され、キャパシタ構成部７２ｇの一部はキャパシタ構成部４３ｃの一部に重
なる位置に配置されている。上部導体層７２は、更に、配線部７２ａに接続された突出部
７２ｐを有している。突出部７２ｐは、デバイス本体１Ｂの側面１ｆに配置された絶縁層
６の側面および保護膜８の側面から側方に突出している。
【００４５】
　上部導体層７４を上方から見たときに、上部導体層７４は、基板２の第１の面２ａと側
面２ｅとの間の稜線の近傍に配置されている。上部導体層７４は、デバイス本体１Ｂの側
面１ｅに配置された絶縁層６の側面および保護膜８の側面から側方に突出する突出部７４
ｐを有している。
【００４６】
　突出部７４ｐ，７２ｐを絶縁層６の上面に直交する仮想の平面で切断したときの突出部
７４ｐ，７２ｐの断面の輪郭の少なくとも一部は、凸状の曲線になっている。また、突出
部７４ｐ，７２ｐにおける最大の厚みは、上部導体層７４，７２における突出部７４ｐ，
７２ｐ以外の部分の厚みよりも大きい。
【００４７】
　上部導体層７５を上方から見たときに、上部導体層７５は、配線部４１ａ，４３ａのそ
れぞれにおける一部と配線部４２ａとに重なる位置に配置されている。上部導体層７６を
上方から見たときに、上部導体層７６は、配線部４１ａ，４３ａのそれぞれにおける他の
一部に重なる位置に配置されている。
【００４８】
　次に、図２および図３を参照して、誘電体膜５と絶縁層６のそれぞれに形成された複数
の開口部について説明する。図２および図３において、これらの開口部の位置を破線で表
している。誘電体膜５には、開口部５５～５９が形成されている。絶縁層６には、開口部
６５～６９と開口部６Ｃ１～６Ｃ６が形成されている。開口部６５～６９は、それぞれ開
口部５５～５９に連通している。
【００４９】
　上部導体層７５は、開口部５５，６５を通して下部導体層４２の配線部４２ａに接続さ
れている。上部導体層７６は、開口部５６，６６を通して下部導体層４３の配線部４３ａ
に接続されている。
【００５０】
　上部導体層７２のインダクタ構成部７２ｂは、開口部５７，６７を通して下部導体層４
１のインダクタ構成部４１ｂに接続されている。インダクタ構成部７２ｂ，４１ｂは、図
６におけるインダクタ１１１を構成する。
【００５１】
　上部導体層７２のインダクタ構成部７２ｃは、開口部５８，６８を通して下部導体層４
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２のインダクタ構成部４２ｂに接続されている。インダクタ構成部７２ｃ，４２ｂは、図
６におけるインダクタ１１２を構成する。
【００５２】
　上部導体層７２のインダクタ構成部７２ｄは、開口部５９，６９を通して下部導体層４
３のインダクタ構成部４３ｂに接続されている。インダクタ構成部７２ｄ，４３ｂは、図
６におけるインダクタ１１３を構成する。
【００５３】
　上部導体層７２のキャパシタ構成部７２ｅの一部は、開口部６Ｃ１内に配置され、誘電
体膜５を介して下部導体層４１のキャパシタ構成部４１ｃの一部に対向している。これら
キャパシタ構成部７２ｅ，４１ｃの各一部と誘電体膜５は、図６におけるキャパシタ１２
１を構成する。
【００５４】
　上部導体層７２のキャパシタ構成部７２ｆの一部は、開口部６Ｃ２内に配置され、誘電
体膜５を介して下部導体層４２のキャパシタ構成部４２ｃの一部に対向している。これら
キャパシタ構成部７２ｆ，４２ｃの各一部と誘電体膜５は、図６におけるキャパシタ１２
２を構成する。
【００５５】
　上部導体層７２のキャパシタ構成部７２ｇの一部は、開口部６Ｃ３内に配置され、誘電
体膜５を介して下部導体層４３のキャパシタ構成部４３ｃの一部に対向している。これら
キャパシタ構成部７２ｇ，４３ｃの各一部と誘電体膜５は、図６におけるキャパシタ１２
３を構成する。
【００５６】
　上部導体層７５の一部は、開口部６Ｃ４内に配置され、誘電体膜５を介して下部導体層
４１の配線部４１ａの一部に対向している。これら上部導体層７５と配線部４１ａの各一
部と誘電体膜５は、図６におけるキャパシタ１２４を構成する。
【００５７】
　上部導体層７５の他の一部は、開口部６Ｃ５内に配置され、誘電体膜５を介して下部導
体層４３の配線部４３ａの一部に対向している。これら上部導体層７５と配線部４３ａの
各一部と誘電体膜５は、図６におけるキャパシタ１２５を構成する。
【００５８】
　上部導体層７６の一部は、開口部６Ｃ６内に配置され、誘電体膜５を介して下部導体層
４１の配線部４１ａの他の一部に対向している。これら上部導体層７６と配線部４１ａの
各一部と誘電体膜５は、図６におけるキャパシタ１２６を構成する。
【００５９】
　次に、図１、図４および図５を参照して、端子電極１１～１４について詳しく説明する
。端子電極１１は、基板２の側面２ｃの一部と、デバイス本体１Ｂの側面１ｃに配置され
た絶縁層３の側面の一部、誘電体膜５の側面の一部、絶縁層６の側面の一部および保護膜
８の側面の一部とに接触するように配置されている。また、端子電極１１は、突出部４１
ｐの少なくとも一部を収容して、これに接触する凹部１１ｃを有している。このようにし
て、端子電極１１は、下部導体層４１に接続されている。端子電極１１の幅は、側面１ｃ
の幅よりも小さい。
【００６０】
　端子電極１２は、基板２の側面２ｄの一部と、デバイス本体１Ｂの側面１ｄに配置され
た絶縁層３の側面の一部、誘電体膜５の側面の一部、絶縁層６の側面の一部および保護膜
８の側面の一部とに接触するように配置されている。また、端子電極１２は、突出部４３
ｐの少なくとも一部を収容して、これに接触する凹部１２ｃを有している。このようにし
て、端子電極１２は、下部導体層４３に接続されている。端子電極１２の幅は、側面１ｄ
の幅よりも小さい。
【００６１】
　端子電極１３は、基板２の側面２ｅの一部と、デバイス本体１Ｂの側面１ｅに配置され
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た絶縁層３の側面の一部、誘電体膜５の側面の一部、絶縁層６の側面の一部および保護膜
８の側面の一部とに接触するように配置されている。また、端子電極１３は、突出部７４
ｐの少なくとも一部を収容して、これに接触する凹部を有している。このようにして、端
子電極１３は、上部導体層７４に接続されている。端子電極１３の幅は、側面１ｅの幅よ
りも小さい。
【００６２】
　端子電極１４は、基板２の側面２ｆの一部と、デバイス本体１Ｂの側面１ｆに配置され
た絶縁層３の側面の一部、誘電体膜５の側面の一部、絶縁層６の側面の一部および保護膜
８の側面の一部とに接触するように配置されている。また、端子電極１４は、突出部７２
ｐの少なくとも一部を収容して、これに接触する凹部を有している。このようにして、端
子電極１４は、上部導体層７２に接続されている。端子電極１４の幅は、側面１ｆの幅よ
りも小さい。
【００６３】
　次に、図５および図７ないし図１３を参照して、本実施の形態に係る薄膜デバイス１の
製造方法について説明する。図７ないし図１３は、薄膜デバイス１の製造方法を説明する
ための断面図である。図７ないし図１３は、いずれも図５に対応する断面を表している。
なお、以下の説明では、各層の材料と厚みの一例を挙げているが、本実施の形態における
薄膜デバイス１の製造方法は、それらに限定されるわけではない。
【００６４】
　図７は、薄膜デバイス１の製造方法における一工程を示している。この工程では、まず
、ウェハ２Ｗを用意する。ウェハ２Ｗは、複数列に配列された基板予定部２Ｐと、隣接す
る基板予定部２Ｐの間に設けられた除去予定部２Ｒとを含んでいる。基板予定部２Ｐは、
後に基板２となる部分である。除去予定部２Ｒは、後にウェハ２Ｗを切断することによっ
て除去される部分である。
【００６５】
　次に、ウェハ２Ｗの上に絶縁層３を形成する。次に、絶縁層３の上面を、研磨すること
によって平坦化する。その場合の研磨方法としては、例えば化学機械研磨（以下、ＣＭＰ
と記す。）が用いられる。研磨後の絶縁層３の厚みは、例えば２μｍになるようにする。
なお、絶縁層３の上面を平坦化しなくても、絶縁層３の上面の表面粗さが十分に小さい場
合には、絶縁層３の上面を研磨によって平坦化しなくてもよい。
【００６６】
　次に、絶縁層３の上に、下部導体層４１～４３を形成する。下部導体層４１，４３につ
いては、除去予定部２Ｒの上方の領域を介して隣接する２つの下部導体層が、除去予定部
２Ｒの上方の領域内で連結されるように形成する。
【００６７】
　下部導体層４１～４３は、例えば以下のようにして形成される。まず、例えばスパッタ
法によって、絶縁層３の上に電極膜を成膜する。この電極膜は、後に電気めっき法によっ
てめっき膜を形成する際における電極として用いられると共に、下部導体層４１～４３の
一部を構成するものである。電極膜は、例えば３０ｎｍの厚みのＴｉ膜と１００ｎｍの厚
みのＣｕ膜との積層膜とする。次に、電極膜の上に、例えば８μｍの厚みのフォトレジス
ト層を形成する。次に、フォトリソグラフィによってフォトレジスト層をパターニングし
て、フレームを形成する。このフレームは、形成すべき下部導体層４１～４３の形状に対
応した形状の溝部を有している。次に、電極膜を電極として用いて、電気めっき法によっ
て、フレームの溝部内にめっき膜を形成する。めっき膜の材料としては、例えばＣｕが用
いられる。めっき膜の厚みは、例えば９～１０μｍとする。次に、めっき膜の上面を、研
磨することによって平坦化する。その場合の研磨方法としては、例えばＣＭＰが用いられ
る。研磨後のめっき膜の厚みは、例えば８μｍになるようにする。次に、フレームを剥離
する。次に、ドライエッチングまたはウェットエッチングによって、電極膜のうち、めっ
き膜の下に存在している部分以外の部分を除去する。これにより、残った電極膜およびめ
っき膜によって下部導体層４１～４３が形成される。
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【００６８】
　なお、下部導体層４１～４３は、上記の方法の代わりに、電極膜の上面全体の上に、パ
ターン化されていないめっき膜を形成し、その後、このめっき膜および電極膜を部分的に
エッチングすることによって形成してもよい。あるいは、絶縁層３の上に、スパッタ、蒸
着等の物理気相成長法を用いて、パターン化されていない導体膜を形成し、この導体膜を
部分的にエッチングすることによって、下部導体層４１～４３を形成してもよい。
【００６９】
　図８は、次の工程を示す。この工程では、まず、例えばスパッタ法によって、絶縁層３
および下部導体層４１～４３を覆うように誘電体膜５を成膜する。誘電体膜５の厚みは、
例えば０．１μｍとする。次に、誘電体膜５の上にフォトレジスト層を形成する。次に、
フォトリソグラフィによってフォトレジスト層をパターニングして、フォトレジスト層に
複数の開口部を形成する。この開口部は、誘電体膜５に形成すべき開口部５５～５９に対
応する位置に形成される。次に、アッシングまたはエッチングによって、誘電体膜５のう
ち、フォトレジスト層の複数の開口部に対応する部分を除去する。これにより、誘電体膜
５に開口部５５～５９が形成される。次に、フォトレジスト層を除去する。
【００７０】
　次に、図９に示したように、誘電体膜５の上に絶縁層６を形成する。絶縁層６は、開口
部６５～６９，６Ｃ１～６Ｃ６を有している。絶縁層６の材料として感光性樹脂を用いた
場合には、絶縁層６はフォトリソグラフィによってパターニングされる。絶縁層６の材料
として感光性樹脂以外の材料を用いた場合には、絶縁層６は、例えば、選択的なエッチン
グによってパターニングされる。
【００７１】
　図１０は、次の工程を示す。この工程では、上部導体層７２，７４～７６を形成する。
なお、図１０には、上部導体層７２，７４，７６は現れていない。上部導体層７２，７４
については、除去予定部２Ｒの上方の領域を介して隣接する２つの上部導体層が、除去予
定部２Ｒの上方の領域内で連結されるように形成する。上部導体層７２，７４～７６の形
成方法は、下部導体層４１～４３の形成方法と同様である。
【００７２】
　次に、図１１に示したように、絶縁層６および上部導体層７２，７４～７６を覆うよう
に保護膜８を成膜する。
【００７３】
　ここで、これまでの工程によって作製されたウェハ２Ｗないし保護膜８からなる積層体
を薄膜デバイス用基礎構造物と呼ぶ。この基礎構造物は、それぞれデバイス本体１Ｂとな
る複数のデバイス本体予定部１Ｐと、隣接するデバイス本体予定部１Ｐの間に配置された
除去予定部１Ｒとを含んでいる。デバイス本体予定部１Ｐは、基礎構造物のうち、基板予
定部２Ｐとその上方の部分からなる。除去予定部１Ｒは、基礎構造物のうち、除去予定部
２Ｒとその上方の部分からなる。
【００７４】
　次に、図１２に示したように、除去予定部１Ｒの位置において、薄膜デバイス用基礎構
造物に対して浅溝加工を施す。この浅溝加工では、除去予定部１Ｒの幅よりも広い領域に
おいて、保護膜８、上部導体層７４，７２、絶縁層６、誘電体膜５、下部導体層４１，４
３および絶縁層３を除去すると共に、ウェハ２Ｗに後に傾斜面となる面が形成されるよう
にウェハ２Ｗのうちの所定の高さの位置から上側の部分の一部を除去して、基礎構造物に
対して浅溝９を形成する。浅溝加工は、例えば、レーザー加工によって行うことができる
。このとき、上部導体層７４，７２のうち、除去予定部２Ｒの上方の領域で連結された部
分が溶断され、その断面が丸みを帯びることによって、前述の形状の突出部７４ｐ，７２
ｐが形成される。同様に、下部導体層４１，４３のうち、除去予定部２Ｒの上方の領域内
で連結された部分が溶断され、その断面が丸みを帯びることによって、前述の形状の突出
部４１ｐ，４３ｐが形成される。
【００７５】
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　次に、図１３に示したように、例えばダイシングソーによって、除去予定部１Ｒの位置
で基礎構造物を切断する。これにより、基礎構造物のうち、除去予定部１Ｒが除去され、
複数のデバイス本体予定部１Ｐが分離される。このとき、基板２における、傾斜面を含む
側面２ｃ～２ｆが形成される。分離されたデバイス本体予定部１Ｐはデバイス本体１Ｂと
なる。なお、図１３において、符号１０は、ダイシングソーのブレードを示している。
【００７６】
　次に、図５に示したように、デバイス本体１Ｂの所定の位置に端子電極１１～１４を形
成する。端子電極１１～１４は、例えば以下のようにして形成される。まず、デバイス本
体１Ｂの所定の位置に下地電極膜を形成する。この下地電極膜は、例えば、スクリーン印
刷または転写によって導電性樹脂または導電性ペーストをデバイス本体１Ｂの所定の位置
に塗布し、これを乾燥および硬化させることによって形成される。あるいは、デバイス本
体１Ｂに対して、所定の位置に開口部を有するマスクを形成した後、例えばスパッタ法に
よって、マスク上および開口部内に導電膜を成膜し、その後、マスクを除去することによ
って、導電膜よりなる下地電極膜を形成してもよい。この場合の導電膜としては、例えば
、Ｃｒ膜とＣｕ膜との積層膜や、Ｔｉ膜とＣｕ膜との積層膜や、Ｎｉ膜とＣｕ膜との積層
膜を用いることができる。次に、例えばバレルめっき法によって、下地電極膜の上にめっ
き膜を形成する。めっき膜としては、例えば、ＮｉまたはＴｉよりなる第１膜とＳｎまた
はＡｕよりなる第２膜とによって構成された積層膜や、Ｃｕよりなる第１膜とＮｉまたは
Ｔｉよりなる第２膜とＳｎまたはＡｕよりなる第３膜とよって構成された積層膜を用いる
ことができる。
【００７７】
　なお。端子電極１１～１４の形成方法は、上記の方法に限らない。例えば、スクリーン
印刷または転写によって導電性樹脂または導電性ペーストをデバイス本体１Ｂの所定の位
置に塗布し、これを乾燥および硬化させることによって、端子電極１１～１４を形成して
もよい。
【００７８】
　次に、本実施の形態に係る薄膜デバイス１による効果について説明する。本実施の形態
に係る薄膜デバイス１では、下部導体層４１，４３は、それぞれ、絶縁層３の側面および
誘電体膜５の側面から側方に突出する突出部４１ｐ，４３ｐを有している。端子電極１１
は、凹部１１ｃが突出部４１ｐの少なくとも一部を収容し、これに接触することによって
、下部導体層４１に接続されている。また、端子電極１２は、凹部１２ｃが突出部４３ｐ
の少なくとも一部を収容し、これに接触することによって、下部導体層４３に接続されて
いる。同様に、上部導体層７４，７２は、それぞれ、絶縁層６の側面および保護膜８の側
面から側方に突出する突出部７４ｐ，７２ｐを有している。端子電極１３は、その凹部が
突出部７４ｐの少なくとも一部を収容し、これに接触することによって、上部導体層７４
に接続されている。また、端子電極１４は、その凹部が突出部７２ｐの少なくとも一部を
収容し、これに接触することによって、上部導体層７２に接続されている。このような構
成により、本実施の形態によれば、端子電極が導体層の端面にのみ接触して導体層に接続
される場合に比べて、導体層４１，４３，７４，７２と端子電極１１～１４とが接触する
領域の面積を大きくすることができ、その結果、導体層４１，４３，７４，７２と端子電
極１１～１４との接続信頼性を高めることができる。
【００７９】
　また、本実施の形態では、突出部４１ｐ，４３ｐ，７４ｐ，７２ｐを下地層（絶縁層３
または絶縁層６）の上面に直交する仮想の平面で切断したときの突出部４１ｐ，４３ｐ，
７４ｐ，７２ｐの断面の輪郭の少なくとも一部は、凸状の曲線になっている。これにより
、本実施の形態によれば、突出部４１ｐ，４３ｐ，７４ｐ，７２ｐと端子電極１１～１４
との密着性が良好になり、導体層４１，４３，７４，７２と端子電極１１～１４との接続
信頼性をより高めることができる。
【００８０】
　また、本実施の形態では、突出部４１ｐ，４３ｐ，７４ｐ，７２ｐにおける最大の厚み



(12) JP 4172654 B2 2008.10.29

10

20

30

40

50

は、導体層４１，４３，７４，７２における突出部４１ｐ，４３ｐ，７４ｐ，７２ｐ以外
の部分の厚みよりも大きい。これにより、本実施の形態によれば、導体層４１，４３，７
４，７２と端子電極１１～１４とが接触する領域の面積をより大きくすることができ、そ
の結果、導体層４１，４３，７４，７２と端子電極１１～１４との接続信頼性をより高め
ることができる。
【００８１】
［第２の実施の形態］
　次に、本発明の第２の実施の形態に係る薄膜デバイスについて説明する。本実施の形態
に係る薄膜デバイスの回路構成は、第１の実施の形態と同様である。
【００８２】
　図１４は、本実施の形態に係る薄膜デバイスの断面図である。また、図１４は図５に対
応する断面を表している。本実施の形態に係る薄膜デバイス１では、突出部４１ｐ，４３
ｐ，７４ｐ，７２ｐの断面の輪郭は、矩形になっている。また、本実施の形態では、突出
部４１ｐ，４３ｐにおける最大の厚みは、下部導体層４１，４３における突出部４１ｐ，
４３ｐ以外の部分の厚みと等しく、突出部７４ｐ，７２ｐにおける最大の厚みは、上部導
体層７４，７２における突出部７４ｐ，７２ｐ以外の部分の厚みと等しい。また、本実施
の形態では、基板２は、直方体形状をなしている。本実施の形態に係る薄膜デバイス１の
その他の構成は、第１の実施の形態と同様である。
【００８３】
　次に、図１５および図１６を参照して、本実施の形態に係る薄膜デバイス１の製造方法
について説明する。図１５および図１６は、本実施の形態に係る薄膜デバイス１の製造方
法を説明するための断面図である。図１５および図１６は、図１４に対応する断面を表し
ている。なお、以下の説明では、各層の材料と厚みの一例を挙げているが、本実施の形態
における薄膜デバイス１の製造方法は、それらに限定されるわけではない。
【００８４】
　図１５は、薄膜デバイス１の製造方法における一工程を示している。この工程では、ま
ず、ウェハ２Ｗの上に絶縁層３およびフォトレジスト層９１を形成する。本実施の形態で
は、絶縁層３は、予め、薄膜デバイス１における最終的な形状になるようにパターニング
される。フォトレジスト層９１は、ウェハ２Ｗの上面のうち、絶縁層３が配置されていな
い領域の上に配置される。この領域は、除去予定部２Ｒの幅よりもやや広い領域である。
なお、絶縁層３とフォトレジスト層９１は、どちらを先に形成してもよい。例えば、ウェ
ハ２Ｗの上面の全面に絶縁層３を形成し、この絶縁層３をパターニングした後に、フォト
レジスト層９１を形成してもよいし、フォトリソグラフィによってパターニングされたフ
ォトレジスト層９１を形成した後、このフォトレジスト層９１をマスクとして、パターニ
ングされた絶縁層３を形成してもよい。次に、絶縁層３およびフォトレジスト層９１の上
面を、研磨することによって平坦化する。研磨後の絶縁層３およびフォトレジスト層９１
の厚みは、例えば２μｍになるようにする。なお、絶縁層３およびフォトレジスト層９１
の上面を平坦化しなくても、絶縁層３およびフォトレジスト層９１の上面の表面粗さが十
分に小さい場合には、絶縁層３およびフォトレジスト層９１の上面を研磨によって平坦化
しなくてもよい。
【００８５】
　次に、絶縁層３およびフォトレジスト層９１の上に、下部導体層４１～４３を形成する
。下部導体層４１～４３の形成方法は、第１の実施の形態と同様である。本実施の形態で
は、下部導体層４１，４３は、予め、突出部４１ｐ，４３ｐが形成されるようにパターニ
ングされる。あるいは、後にウェハ２Ｗを切断したときに突出部４１ｐ，４３ｐが形成さ
れるように、下部導体層４１，４３を、除去予定部２Ｒの上方の領域にはみ出すように形
成してもよい。
【００８６】
　次に、例えばスパッタ法によって、絶縁層３および下部導体層４１～４３を覆うように
誘電体膜５を成膜する。誘電体膜５の厚みは、例えば０．１μｍとする。次に、第１の実
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施の形態と同様の方法により、誘電体膜５に開口部５５～５９を形成する。本実施の形態
では、このとき、誘電体膜５を、予め、薄膜デバイス１における最終的な形状になるよう
にパターニングする。
【００８７】
　次に、第１の実施の形態と同様の方法により、誘電体膜５の上に絶縁層６を形成する。
絶縁層６は、開口部６５～６９，６Ｃ１～６Ｃ６を有している。本実施の形態では、絶縁
層６は、予め、薄膜デバイス１における最終的な形状になるようにパターニングしておく
。
【００８８】
　次に、フォトレジスト層９１の上方の領域において、フォトレジスト層９１および下部
導体層４１，４３の一部の上に、フォトレジスト層９２を形成する。
【００８９】
　次に、絶縁層６およびフォトレジスト層９２の上に、上部導体層７２，７４～７６を形
成する。上部導体層７２，７４～７６の形成方法は、第１の実施の形態と同様である。本
実施の形態では、上部導体層７４，７２は、予め、突出部７４ｐ，７２ｐが形成されるよ
うにパターニングされる。あるいは、後にウェハ２Ｗを切断したときに７４ｐ，７２ｐが
形成されるように、上部導体層７４，７２を、除去予定部２Ｒの上方の領域にはみ出すよ
うに形成してもよい。なお、図１５には、上部導体層７２，７４，７６は現れていない。
次に、絶縁層６および上部導体層７２，７４～７６を覆うように保護膜８を成膜すると共
に、フォトレジスト層９１の上方の領域において、フォトレジスト層９２および上部導体
層７４，７２の一部の上に、フォトレジスト層９３を形成する。本実施の形態では、保護
膜８は、予め、薄膜デバイス１における最終的な形状になるようにパターニングされる。
なお、保護膜８とフォトレジスト層９３は、どちらを先に形成してもよい。例えば、パタ
ーニングされた保護膜８を形成した後に、フォトレジスト層９３を形成してもよいし、フ
ォトリソグラフィによってパターニングされたフォトレジスト層９３を形成した後、この
フォトレジスト層９３をマスクとして、パターニングされた保護膜８を形成してもよい。
【００９０】
　次に、図１６に示したように、除去予定部１Ｒの位置で基礎構造物を切断する。これに
より、複数のデバイス本体予定部１Ｐが分離される。分離されたデバイス本体予定部１Ｐ
はデバイス本体１Ｂとなる。この時点では、デバイス本体１Ｂには、フォトレジスト層９
１～９３が付着している。なお、図１６において、符号１０は、ダイシングソーのブレー
ドを示している。
【００９１】
　次に、例えば、アッシングまたはエッチングにより、あるいは溶剤を用いて、デバイス
本体１Ｂからフォトレジスト層９１～９３を除去する。これにより、導体層４１，４３，
７４，７２における突出部４１ｐ，４３ｐ，７４ｐ，７２ｐが露出する。その後、図１４
に示したように、端子電極１１～１４を形成する。
【００９２】
　なお、図１６に示した工程では、除去予定部１Ｒの位置で基礎構造物を切断した後に、
フォトレジスト層９１～９３を除去している。このような方法の代わりに、フォトレジス
ト層９１～９３を除去した後に、除去予定部１Ｒの位置で基礎構造物を切断してもよい。
なお、本実施の形態において、フォトレジスト層９３は形成しなくてもよい。
【００９３】
　本実施の形態におけるその他の作用および効果は、第１の実施の形態における突出部４
１ｐ，４３ｐ，７４ｐ，７２ｐの形状に起因するものを除いて、第１の実施の形態と同様
である。
【００９４】
　なお、本発明は、上記各実施の形態に限定されず、種々の変更が可能である。例えば、
本発明の薄膜デバイスは、導体層の他に半導体層や磁性体層を含んでいてもよい。また、
本発明の薄膜デバイスにおいて、端子電極の数は、４つに限らず任意である。また、本発
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明の薄膜デバイスにおいて、端子電極は、デバイス本体の側面の一部の他に、この側面に
続くデバイス本体の上面または底面の一部にも接触していてもよい。
【００９５】
　また、本発明は、実施の形態に示したバンドパスフィルタの機能を有する薄膜デバイス
に限らず、導体層と、この導体層に接続された端子電極とを備えた薄膜デバイス全般に適
用することができる。本発明が適用される薄膜デバイスの機能としては、例えば、キャパ
シタ、インダクタ等の受動素子や、トランジスタ等の能動素子や、複数の素子を含む回路
がある。回路としては、具体的には、例えば、ＬＣ回路部品や、ローパスフィルタ、ハイ
パスフィルタ、バンドパスフィルタ等の各種のフィルタや、ダイプレクサや、デュプレク
サがある。
【００９６】
　また、本発明の薄膜デバイスは、例えば、携帯電話機等の移動体通信機器や、無線ＬＡ
Ｎ（ローカルエリアネットワーク）用の通信装置において利用される。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る薄膜デバイスの平面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る薄膜デバイスに含まれる上部導体層を示す平面
図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る薄膜デバイスに含まれる下部導体層を示す平面
図である。
【図４】図１ないし図３においてＡ－Ａ線で示される薄膜デバイスの断面図である。
【図５】図１ないし図３においてＢ－Ｂ線で示される薄膜デバイスの断面図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係る薄膜デバイスの回路構成を示す回路図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態に係る薄膜デバイスの製造方法における一工程を示す
断面図である。
【図８】図７に示した工程に続く工程を示す断面図である。
【図９】図８に示した工程に続く工程を示す断面図である。
【図１０】図９に示した工程に続く工程を示す断面図である。
【図１１】図１０に示した工程に続く工程を示す断面図である。
【図１２】図１１に示した工程に続く工程を示す断面図である。
【図１３】図１２に示した工程に続く工程を示す断面図である。
【図１４】本発明の第２の実施の形態に係る薄膜デバイスの断面図である。
【図１５】本発明の第２の実施の形態に係る薄膜デバイスの製造方法における一工程を示
す断面図である。
【図１６】図１５に示した工程に続く工程を示す断面図である。
【符号の説明】
【００９８】
　１…薄膜デバイス、２…基板、３…絶縁層、５…誘電体膜、６…絶縁層、８…保護膜、
１１～１４…端子電極、１１ｃ，１２ｃ…凹部、４１～４３…下部導体層、７２，７４～
７６…上部導体層、４１ｐ，４３ｐ，７２ｐ，７４ｐ…突出部。



(15) JP 4172654 B2 2008.10.29

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(16) JP 4172654 B2 2008.10.29

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】



(17) JP 4172654 B2 2008.10.29

10

フロントページの続き

(72)発明者  古屋　晃
            東京都中央区日本橋一丁目１３番１号　ＴＤＫ株式会社内

    審査官  石野　忠志

(56)参考文献  特開２００４－００６８３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０１７６２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－００３８３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１６３００２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２３／１２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

